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Resumen

Gran parte de la contaminacion de aguas es generada por la
produccion agricola convenciona. Una de las tecnologias
maés prometedoras pararemediar en parte este dafio causado a
los ecosistemas tiene su fundamento en la fotocatdlisis
heterogénea que genera radicales libres en un medio a partir
de reacciones de oxido-reduccién. De esta forma se pueden
degradar contaminantes organicos, bacterias y virus. En este
trabgjo con e uso de la técnica fotoacUstica (FA) se
determinG e corrimiento del valor del ancho de banda de
energia prohibida (E;) de peliculas delgadas de TiO,
impurificadas con Ag que fueron crecidas utilizando el
método sol-gel. Con la misma técnica se hizo e seguimiento
de la actividad fotocatalitica (FC) de estas muestras.
Introduccion

El uso particular del TiO, implica €l uso de radiacién con luz
UV necesaria para la excitacién de sus electrones, lo que
condicionala aplicacion de este proceso [1].

En particular con la impurificacion del TiO, se pretende
favorecer la separacion de cargas y por tanto la eficiencia FC
ya que de esta forma la acumulacion de electrones, y por
tanto la velocidad de reduccion del oxigeno se incrementa[2].
Procedimiento Experimental

En € crecimiento de las pelicul as sobre portaobjetos de vidrio
Se usd como precursor tetraisopropdxido de titanio disuelto en
etanol, se incorpord una disolucion de AgNO;, variando su
concentracion desde 5 hasta 30%, y se utiliz6 acido nitrico
diluido como catdizador. La impregnacién se hizo por
inmersién a una velocidad de 1cm s y se sinterizaron a una
temperatura de 600 °C durante 1 hora. Lafase cristalinadelas
peliculas fue identificada por medio de difraccion de rayos X.
Para estudiar la absorcién de luz de las peliculas se hicieron
andlisis espectroscopicos usando latécnica FA, en € rango de
longitud de onda de 300 a 600 nm. La actividad FC de cada
pelicula de TiO, fue evaluada in-situ considerando e cambio
en la sefial fototérmica generada por la absorcion de luz
modulada, asi como d efecto fotobarico generado por la
fotoexcitacion de la pelicula[3].

Resultadosy Analisis

Los vaores registrados en la tabla 1 muestran como la
incorporacion de Ag, durante € crecimiento de las peliculas
de TiO,, dio lugar a un corrimiento del borde de absorcion
(AEg) de hasta 1.2 eV con respecto a del materia en volumen
para la fase anatasa (3.2 eV). Lo que implica actividad FC
conluz visible.

Tabla 1. Tamafio de grano (S) y ancho de energia de la banda
prohibida (E;) para las peliculas de TiO, usando la ecuacion de

Scherrer en los difractogramas, y e modelo de transiciones
indirectas en |os espectros obtenidos, respectivamente.

Muestra ~ S[nm] E, [eV]
Ag 5% 18 23
Ag 10% 23 21
Ag 15% 24 20
Ag 20% 25 20
Ag 25% 29 20
Ag 30% 30 2.0

En la Fig. 1 se muestran los espectros obtenidos para las
peliculasy e procedimiento para estimacion de Eg.
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Fig.1 Espectros FA de las peliculas de TiO,. Se adjuntan las curvas
de la (Amplitud de las sefial FA*ho)Y?Vs. hu que permiten estimar
E;, gjustando en cierto rango el comportamiento lineal.

Conclusién

El corrimiento del borde de absorcién de las peliculas de TiO,
crecidas se pudo evidenciar a través de la técnica FA. Con
esta misma técnica se hizo la evaluacién de la actividad FC
in-situ.
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